 Тестер полупроводниковых приборов SC Analyzer 2005.

Этот  тестер предназначен для идентификации биполярных и полевых транзисторов, а так же диодов, определения типа, цоколевки и измерения таких характеристик как: коэффициента усиления по току (Hfe) для биполярных транзисторов, порогового напряжения (Vтн), тока насыщения (IDss), сопротивления открытого канала сток-исток (Rdson) для JFET транзисторов, пороговых напряжений для MOSFET транзисторов,  прямых тока и напряжения, а также утечки тока для диодов. Прибор потребляет ток 6 мА (без подсветки дисплея) от источника питания 9 вольт.

Калибровка.

После включения тестера появляется сообщение приветствия и версия софта. Первое, что вы должны сделать, это откалибровать внутреннее сопротивление аналоговых переключателей. 

Если калибровка не выполнена, то используется значение по умолчанию 65 Ом для каждого ключа. 

Каждый раз, когда тестер включается, программа проверяет, была ли сделана калибровка. Если нет – сообщение «Cal error» на 1 сек.  Процедура калибровки проста и запускается автоматически. Чтобы ее выполнить  при выключенном тестере установите перемычку JP1 и соедините все три тестовых вывода вместе. Затем включите тестер. Появится сообщение «CAL remove jumper»

Теперь вам надо извлечь перемычку, и процедура калибровки начнется автоматически. Три сопротивления измеряются друг за другом, и их значения появляются на дисплее. Затем появится сообщение «Short Rsh xx Ω» После этого вы можете разъединить три тестовых вывода,  и тестер автоматически  перейдет в режим тестирования и появится сообщение «No component *-*-*» 

Калибровка может быть выполнена сколько угодно раз по вышеуказанной процедуре (выключить тестер, установить джампер и включить тестер), но достаточно выполнить ее один раз перед началом эксплуатации прибора и в дальнейшем к ней не прибегать. 

Эксплуатация прибора

После окна приветствия дисплей отобразит информацию см. рис. 1 
При подключении испытуемого прибора тестер автоматически его идентифицирует.

Первая строка показывает тип транзистора и значение одного из параметров. Вторая строка – цоколевку выводов транзистора и, если уместно,  то значение второго параметра. 

Биполярный транзистор
Первая строка дисплея показывает структуру транзистора (PNP, NPN ), тип полупроводникового материала (кремний, или германий) и параметр Hfe.

Вторая строка - цоколевку транзистора  и ток коллектора. Ток имеет значение от 1,5 до 4 мА в зависимости от коэффициента усиления по току. 

Данный прибор показывает тип полупроводникового материала Ge – для германия, SI - для кремния, согласно измеренному значению Vbe (рис. 2). Если транзистор частично или полностью замкнут, соответствующие выводы маркируются как «Х». Считается, что присутствует замыкание, если сопротивление меньше 50 Ом (рис. 3). 

FET
Значение параметров Vth, Idss , Rdson показываются примерно каждые две секунды. 

Стоковые входные выводы  определяются произвольно. Но они все же соответствуют конфигурации, используемой для определения параметров. 

Если вы поменяете стоковый и истоковый выводы и подвергните тесту, вы можете получить значение для резервной конфигурации, но так как полевые транзисторы имеют симметричную структуру – не должно быть большой разницы в полученных значениях. Принимая во внимание метод, используемый для получения измерений, точность  значений анализатора больше чем достаточна. Для Idss плюс минус 5%, для Rdson плюс минус 5 Ом . Однако измеренные значения порогового напряжения могут отличаться от истинных значений до 0,5 Вольта для определенных транзисторов, хотя в большинстве случаев точность 50 мВ достигается. Определенный тип FETa от одного производителя может давать значения  близкие к истинным в то время, как тот же тип от другого производителя даёт значения, отличающиеся несколькими сотнями милливольт. 

На практике точность расчетов зависит от точности модели Хичмана-Хотжеса И  тем самым демонстрирует ограничение этой модели. 

Пороговое напряжение.

Пороговое напряжение отрицательно для N-канала FETа и положительное для P-канала FETа.  Максимальное значение ограничено по  + - 20 вольт. 

Шаг 10 мВ для значений до + - 9.99   и шаг 100 мВ для больших значений (рис. 4) 

Ток насыщения .

Здесь показывается Ток насыщения  (затвор закороченный с истоком). Значение тока насыщения от 0 до 99,9 мА, шаг 10 мкА для тока до 10 мА, и шаг 100 мкА для тока до 100 мА. (рис. 5).
Сопротивление сток-исток. 

Когда FET полностью открыт при Vgs = 0. Измерение от 0 до 999 Ом (рис. 6). 

MOSFET 

Показанное напряжение соответствует пороговому напряжению MOSFETа  при истоковом токе примерно 2 мА . Значение от 0 до 4.5 вольт с шагом 10 мВ

Для правильной идентификации устройства как MOSFET   ток утечки затвора не должен превышать 0,5 мкА. (рис. 7). 

Диоды.

Диоды подключаются между крайними терминалами тестера. Прибор показывает позицию анода и катода. Три экрана показываются в течении двух секунд друг за другом в нужной последовательности. Первый экран показывает напряжение и ток через диод с сопротивлением примерно 400 Ом. Таким образом, максимальный ток ограничен 12 мА (рис. 8).
Второй экран показывает ту же информацию, но с сопротивлением примерно 5,9 кОм,

что ограничивает максимум тока в 800 наноампер (рис. 9). 

Третий экран показывает ток в обратном направлении и тестовое напряжение. Шаг 100 наноампер (рис. 10) . 
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